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Part Number
Rdson( mQ ) BVdss(V)
CY7911 A 20 60
CY7911 B 15 60
CY7911 C 10 60
CY7911 D 8 60
CYT7911 E 6 60
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I VCC Op TAEHR Fsw=65kHz, Cgs=2nF 0.5 1.05 1.5 mA
1 VCC Q A5 HL I Drain=0V 100 150 uA
VCC ON VCC JFH 3.0 \%
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Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Symbol

Min Max Min Max
A 1.350 1.750 0.053 0.069
Al 0.100 0.250 0.004 0.010
Bl 0.33 0.51 0.013 0.020
B 2.8 3.4 0.110 0.134
0.19 0.250 0.007 0.010
D 4.800 5.000 0.189 0.197
E 3.800 4.000 0.150 0.157
El 5.800 6.200 0.228 0.224

e 1.270(BSC) 0.050(BSC)
H 5.8 6.2 0.229 0.244
0.5 1.2 0.020 0.047
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	产品概述
	QC7911 是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关。
	QC7911 基于“自适应GATE驱动控制”技术，可支持连续模式 (CCM)、断续模式 (DCM) 
	QC7911 集成欠压保护功能与原副边共通保护功能。
	主要特点
	典型应用
	应用框图 (元件参数根据应用有相应调整)

	系列选型表
	参数特性曲线
	功能描述
	1、驱动开通判断
	2、驱动开通阶段
	5、驱动关断判断

